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摘 要

隨著磊晶技術與製程技術的成熟，使得高亮度LED的應用愈廣泛。為了改善高介面溫度問題與減少電極遮蔽效應，LED的

封裝技術也從傳統的打線(Wire- bonding)封裝發展至覆晶(Flip-chip)封裝。覆晶封裝後，LED出光方向則從正面轉變成背面

，若在LED正面增加反射鏡的製作應可進一步增加背面的出光強度。 本論文主要以二氧化矽與二氧化鈦組成布拉格反射鏡

並應用於LED以提升其出光強度。首先，在玻璃試片上蒸鍍由二氧化矽與二氧化鈦組成不同對數的布拉格反射鏡並量測其

反射率及穿透率，從實驗結果確定最佳條件為7.5對的布拉格反射鏡，在藍光波段450 nm ~ 470 nm其反射率約為91%。再

將布拉格反射鏡蒸鍍在LED晶粒上後，其晶粒正面光強度減弱了82%而背面光則增加了約30%，此結果證明布拉格反射鏡

的確能有效抑制正面出光且提升了背面的出光強度。
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